
分立器件分立器件市场运行现状及发展情况

1、分立器件市场运行现状：

（1）二极管市场情况：二极管是用半导体材料制成的一种电子

器件，它具有单向导电性能。按照其功能可以分为整流二极管、快

恢复二极管、肖特基二极管、稳压二极管等，具有安全可靠等特

性，广泛应用于消费类电子、网络通信、安防、汽车电子等多个领

域。从竞争格局看，二极管市场集中度低。从行业壁垒看，二极管

市场需要厂商具有大规模的生产能力和稳定的质量保证。从行业发

展趋势看，应用最新的第三代半导体材料和采用 Clipbond 等新型的

封装工艺，保证产品具有优异的性能指标及电学参数是二极管厂商

竞争的主要趋势。从市场容量看，2020 年中国二极管市场规模将触

底，市场规模达 13.07 亿美元，随着 5G、新能源汽车等领域对于电

子元器件需求不断增长，到 2024 年我国二极管市场规模有望突破达

到 15.54 亿美元。
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（2）三极管市场情况：三极管即双极性晶体管，是一种电流控

制电流的半导体器件，其作用是把微弱信号放大成幅度值较大的电

信号。三极管由三个不同的掺杂半导体区域组成，它们分别是发射

极、基极和集电极，由于三极管同时涉及电子和空穴两种载流子的

流动，因此它被称为双极性晶体。三极管具有电流控制的特性，主

要作用用于开关或功率放大，应用于消费电子等多个领域。从竞争

格局看，国外厂商拥有较高的技术优势和市场份额，集中于较高端

的产品市场，国内厂商在低附加值产品上具有大规模生产优势，但

整体毛利率不高。从行业壁垒看，三极管厂商需要具有大规模的生

产能力、客户配套服务优势以及高质量水平的保证，才能够保持竞

争优势，而新进入厂商短期内难以形成规模优势及客户优势。从市

场空间看，2019 年全球包括三极管、MOSFET 和 IGBT 在内整个晶体

管市场规模约为 138.27 亿美元，2020 年则为 147.88 亿美元，同比

增长 6.95%。



3）场效应管市场情况：场效应管是由多数载流子参与导电的半

导体器件，也称为单极型晶体管。它是一种电压控制型半导体器

件，具有噪声小、功耗低、开关速度快、不存在二次击穿问题，主

要具有信号放大、电子开关、功率控制等功能，广泛应用于消费类

电子、安防、网络通信、汽车电子等领域，是电源、充电器、电池

保护、马达驱动、负载开关等不可或缺的器件。

从产品类型看，场效应管有平面型 MOSFET、沟槽型 MOSFET、屏

蔽栅型 MOSFET、超结型 MOSFET 等类型；从技术发展趋势看，采用

制程复杂芯片工艺以及采用氮化镓等新型材料和与之相匹配的封装

工艺制造具有优异性能参数产品是场效应管生产厂商不断追踪的热

点；从行业壁垒看，场效应管厂家需要拥有设计及较强的封装工艺

能力，才能有效解决制程复杂和散热、焊接等突出问题。从竞争格

局看，国外以英飞凌为主的主要厂商市场占有率高，前五大厂商市

场占有率超过 50%，市场集中度较高。根据数据显示，预计到 2024

年中国 MOSFET 器件市场规模将达到保持在 30亿美元左右。

2、分立器件封测发展情况：自二十世纪七十年代以来，分立器

件封装形式由通孔插装型封装逐步向表面贴装型封装方向发展，主

要封装系列包括：TO 系列、SOT/SOD 系列、QFN/DFN 系列等，封装

产品类型呈现多样化，封装技术朝着小型化、高功率密度方向发

展。

从封测技术看，分立器件逐步向尺寸更小、功率密度更高的方向

发展，呈现成熟封装占主流，新型封装快速增长的局面。分立器件



封装测试从通孔插装技术开始适用于封装普通二极管和三极管，由

于其封装技术成熟和产品质量稳定性特征，至今较多分立器件产品

仍采用该技术进行封装。随着封装技术进步和下游市场对于小型化

产品需求增长，表面贴片封装成为分立器件封装主流技术，该技术

在减少封装尺寸的同时，也能够有效解决散热等难题。以 SOT、SOP

等系列为代表的贴片式封装及其互连技术仍是当前最广泛使用的微

电子封装技术。

同时 TO、SOT、SOP 等封装形式也在不断与新的封装工艺技术相

结合，在封装技术含量及工艺要求等方面持续提升，具备一定先进

性。随着大电流、高电压等应用场景需求增长，功率器件产品需求

持续旺盛，应用了 Clipbond 等技术的 TO 封装系列能够更好的满足

市场对大电流、高电压等功率器件的要求，在工业控制、新能源汽

车等领域广泛得到应用；应用高密度框架等封装技术的 SOT 封装系

列能够更好地满足市场对于高密度、小型化产品需求，广泛应用于

智能家居、消费类电子等领域；利用系统级封装技术的 SOP 封装可

以实现多芯片合封，将不同芯片集成在一起，实现一颗芯片多种不

同功能，能够大幅提升半导体器件的性能和有效降低产品尺寸。

新型芯片级贴片封装目前已成为分立器件领域的先进封装形式。

新型芯片级贴片封装（如 QFN/DFN、PDFN 系列），因其具有更小的封

装尺寸，芯片面积与封装面积达到理想的 1:1.14，甚至更小，具备

更好的电气性能及更低的封装成本，大多数消费类电子产品已开始

使用这类封装类型，其市场份额快速增长。以 QFN/DFN、PDFN 系列



为主的封测技术能够更好满足市场对于便携式、小型化器件的需

求，该种封装形式较以往封装形式更能够有效提升封装密度和降低

成本，如公司的 DFN2×2、DFN1006 等产品在小型化的分立器件封装

上得到广泛应用。随着半导体性能要求的提高，高电压、高电流以

及低功耗的材料成为研发重点。从半导体材料看，以氮化镓（GaN）

和碳化硅（SiC）等宽禁带半导体材料为代表的第三代，支撑战略性

新兴产业的发展。宽禁带材料制作的半导体器件具有宽带隙、高饱

和漂移速度、高临界击穿电场等突出优点，是大功率、高温、高

频、抗辐照应用场合下极为理想的材料，如利用宽禁带半导体材料

制造的 MOSFET 可以承受更高的电压，在高温与常温下导通损耗与关

断损耗均很小，驱动电路简单，有利于电路节能和散热设备的小型

化。

现阶段，我国封装市场仍以 TO、SOT、SOP 等封装为主，系统级

封装（SIP）、BGA、CSP、WLCSP、3D 堆叠等封装技术虽取得一定进

步发展，但由于技术工艺革新难点多、成本高，导致较大规模广泛

应用仍需较长时间。

3、主要竞争企业分析：根据中国半导体行业协会封装分会发布

的《中国半导体封测产业调研报告（2020 年版）》显示 2019 年国内

主要分立器件封测厂家情况如下：
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